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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月8日(2016.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上の第１の半導体層と、
　前記第１の半導体層上の第２の半導体層と、
　前記第２の半導体層上に設けられ、前記第２の半導体層の一部を露出させる第３の半導
体層と、
　前記第３の半導体層を通して露出された前記第２の半導体層上のゲート電極と、
　前記第３の半導体層上において前記ゲート電極を挟んで互いに離れて設けられたソース
電極及びドレイン電極と、
を備え、
　前記ゲート電極と前記ドレイン電極との間の第３の半導体層に電気的分離領域が設けら
れている、電力半導体素子。
【請求項２】
　前記電気的分離領域が前記ドレイン電極に隣接している、請求項１に記載の電力半導体
素子。
【請求項３】
　前記電気的分離領域は、前記第３の半導体層から前記第２の半導体層の一部まで延びて
いる、請求項１又は２に記載の電力半導体素子。
【請求項４】
　前記電気的分離領域に注入されるイオンは、前記第３の半導体層の導電型と異なるタイ
プの導電型を有する、請求項１乃至３に記載の電力半導体素子。
【請求項５】
　前記第２の半導体層と接する前記第１の半導体層の界面にチャンネル層が設けられてお
り、前記電気的分離領域は前記チャンネル層と離れている、請求項１乃至４のいずれかに
記載の電力半導体素子。
【請求項６】
　前記電気的分離領域は、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｆｅ又はＡｒのいずれか１種
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を含む、請求項１乃至５のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項７】
　前記ゲート電極は前記第２の半導体層に接する、請求項１乃至６のいずれかに記載の電
力半導体素子。
【請求項８】
　前記ゲート電極は、前記第２の半導体層に連結された部分の幅が、前記第２の半導体層
に連結された部分と反対側の部分の幅よりも狭い、請求項１乃至７のいずれかに記載の電
力半導体素子。
【請求項９】
　前記第３の半導体層により露出された前記第２の半導体層の幅は、前記ゲート電極の長
さに対応する、請求項１乃至８のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項１０】
　前記第２の半導体層はリセス部を有し、前記ゲート電極は、前記リセス部に設けられて
いる、請求項１乃至９のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項１１】
　前記第２の半導体層に設けられた電気的分離領域の厚さは、前記第２の半導体層全体の
膜厚よりも小さい、請求項３又は５に記載の電力半導体素子。
【請求項１２】
　前記リセス部は、前記第３の半導体層により露出された第２の半導体層の領域に対応す
る、請求項１０に記載の電力半導体素子。
【請求項１３】
　前記第３の半導体層の上部にパシベーション層が設けられている、請求項１乃至１２の
いずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項１４】
　ソース電極、ドレイン電極、及び前記ソース電極と前記ドレイン電極との間のゲート電
極と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極の下部に設けられており、且つ前記ゲート電極の
長さに対応する幅を有するオープン領域を有している第３の半導体層と、
　前記第３の半導体層の下部に設けられており、前記オープン領域を通して前記ゲート電
極と連結された第２の半導体層と、
　前記第２の半導体層の下部に設けられた第１の半導体層と、
を備え、
　前記第３の半導体層は、前記ゲート電極に隣接した第１の領域、前記ドレイン電極に隣
接した第２の領域、及び前記第１の領域と前記第２の領域との間の第３の領域を有し、前
記第３の領域は、前記第１の領域と前記第２の領域とを電気的に分離させる、電力半導体
素子。
【請求項１５】
　前記第３の領域は、前記第３の半導体層の導電型と異なるタイプの導電型を有するイオ
ンが注入された電気的分離領域である、請求項１４に記載の電力半導体素子。
【請求項１６】
　前記第３の領域が前記ドレイン電極に隣接して設けられている、請求項１４又は１５に
記載の電力半導体素子。
【請求項１７】
　前記第３の領域は、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｆｅ又はＡｒのいずれか１種を含
む、請求項１４乃至１６のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項１８】
　前記第１の半導体層の下部に基板をさらに備え、該基板と前記第１の半導体層との間に
遷移層が配置されている、請求項１４乃至１７のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項１９】
　前記第２の半導体層はリセス部を有し、前記ゲート電極は、前記リセス部に設けられて
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いる、請求項１４乃至１８のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項２０】
　基板と、
　前記基板上に設けられた第１の半導体層と、
　前記第１の半導体層上に設けられた第２の半導体層と、
　前記第２の半導体層上に設けられ、前記第２の半導体層の一部を露出させる第３の半導
体層と、
　前記第３の半導体層を通して露出された前記第２の半導体層上に設けられたゲート電極
と、
　前記第３の半導体層上において前記ゲート電極を挟んで互いに離れて設けられたソース
電極及びドレイン電極と、
を備え、
　前記第３の半導体層は、前記ゲート電極と前記ドレイン電極との間において、前記ゲー
ト電極に隣接した部分と前記ドレイン電極に隣接した部分とが電気的に分離されている、
電力半導体素子。
【請求項２１】
　前記第３の半導体層によって露出された前記第２の半導体層の幅は、前記ゲート電極の
長さよりも大きくなっている、請求項１乃至２０のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項２２】
　前記第２の半導体層と接する前記第１の半導体層の界面にチャンネル層が設けられてお
り、
　前記第２の半導体層の少なくとも一部は、前記電気的分離領域と前記チャンネル層との
間に配置されている、請求項１乃至２１のいずれかに記載の電力半導体素子。
【請求項２３】
　前記電気的分離領域は、前記第２の半導体層の厚さの最大７０％まで前記第２の半導体
層の内部に延びて配置されている、請求項１乃至２２のいずれかに記載の電力半導体素子
。
【請求項２４】
　前記ゲート電極と前記第２の半導体層との間に配置されたゲート絶縁膜をさらに備えて
いる、請求項１乃至２３のいずれかに記載の電力半導体素子。
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